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Висмут является изовалентной примесью при замещении атомов As в решетке GaAs. Легирование атомами Bi (обычно методами эпитаксии) приводит к уменьшению запрещенной зоны GaAs и к увеличению спин-орбитального взаимодействия. В работе исследованы особенности ионного легирования для получения GaAs:Bi с контролем состава. Облучение производилось на ускорителе «Радуга-3М» с использованием в качестве источника металлической пластины Bi. Ускоряющее напряжение составляло 30 или 80 кВ, а доза соответствовала средней концентрации атомов Bi в имплантированном слое 0.5, 1 и 1.5 ат.%. После имплантации выполнялся быстрый термический отжиг при 800°С в течение 20 с или отжиг импульсом эксимерного лазера KrF (длина волны излучения и длительность импульса равны 248 нм и 30 нс, соответственно) с плотностью энергии 250 - 400 мДж/см2. Электронография на отражение свидетельствовала о восстановлении монокристаллической структуры при обоих типах отжига. Спектры пропускания вблизи края поглощения GaAs:Bi позволили определить уменьшение ширины запрещенной зоны от 1.42 эВ (исходный GaAs) до 1.37 эВ (GaAs, легированный Bi до 1.5 ат.% и отожженный). Анализируются результаты исследования образцов GaAs:Bi методом комбинационного рассеяния света, а также электрические свойства из измерений эффекта Холла. Таким образом, метод ионной имплантации является перспективным приемом введения Bi в GaAs при использовании соответствующего режима отжига.
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